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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持基板の両面にそれぞれ金属層を形成する工程と、
　前記支持基板の一方の面の前記金属層上に、金属膜を形成する工程と、
　前記金属膜をエッチングし、嵌合孔を形成する工程と、
　前記嵌合孔内に、複数の端子電極が設けられた面が上方を向くよう、半導体チップを実
装する工程と、
　前記支持基板上に、前記半導体チップの前記端子電極が設けられた面と側面とを覆う絶
縁層を形成する工程と、
　前記絶縁層上に、前記端子電極と接続する金属配線を形成する工程と、
　前記金属配線上に複数の外部端子電極を形成する工程と、を有し、
　それぞれの前記金属層は、前記金属膜のエッチングにより除去されないエッチングスト
ッパ層を含み、
　隣接する前記外部端子電極の間隔が、隣接する前記端子電極の間隔より大きいことを特
徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　それぞれの前記金属層は、前記エッチングストッパ層よりも前記支持基板側に設けられ
た、前記エッチングストッパ層が前記支持基板に拡散することを防止する支持基板表面処
理膜を含むことを特徴とする請求項１記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
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　前記半導体チップは主にシリコンからなり、前記エッチングストッパ層は主に金からな
り、前記半導体チップと前記エッチングストッパ層とは共晶結合により接着されている請
求項１又は２記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記金属膜を形成する工程において、
　前記支持基板上に、めっきにより前記金属膜を形成することを特徴とする請求項１から
３のいずれか１項記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記支持基板が、金属板または絶縁板からなることを特徴とする請求項１から４のいず
れか１項記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記金属配線を形成する工程では、前記絶縁層上に、前記端子電極と接続する金属配線
を形成し、更に前記金属配線上に他の絶縁層及び他の金属配線を積層し、
　前記外部端子電極を形成する工程では、最表面に設けられた金属配線上に複数の外部端
子電極を形成することを特徴とする請求項１から５のいずれか１項記載の半導体装置の製
造方法。
【請求項７】
　両面にそれぞれ金属層が形成された支持基板と、
　前記支持基板の一方の面の前記金属層上に形成された嵌合孔を有する金属膜と、
　前記嵌合孔内に、複数の端子電極が設けられた面が上方を向くよう実装された半導体チ
ップと、
　前記支持基板上に、前記半導体チップの前記端子電極が設けられた面と側面とを覆うよ
う形成された絶縁層と、
　前記絶縁層上に、前記端子電極と接続して形成された金属配線と、
　前記金属配線上に複数形成された外部端子電極と、を有し、
　前記支持基板の一方の面の前記金属層及び前記支持基板の他方の面の前記金属層は、そ
れぞれ、前記金属膜を形成する金属材料とは異なる金属材料を含み、
　隣接する前記外部端子電極の間隔が、隣接する前記端子電極の間隔より大きいことを特
徴とする半導体装置。
【請求項８】
　前記金属膜がめっき金属からなることを特徴とする請求項７記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記支持基板が、金属板または絶縁板からなることを特徴とする請求項７又は８記載の
半導体装置。
【請求項１０】
　更に前記金属配線上に他の絶縁層及び他の金属配線が積層され、
　前記外部端子電極は、最表面に設けられた金属配線上に形成されていることを特徴とす
る請求項７から９のいずれか１項記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造方法及び半導体装置に係り、特に半導体チップの端子電極
の間隔を配線基板の端子電極の間隔に対応させるための半導体装置の製造方法及び半導体
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユビキタス・ネットワーク社会の到来とともに、電子機器は高速化、高性能化に加え、
小型軽量化が要求されるようになってきている。中でも、半導体の微細化技術の進歩と相
まって、システムＬＳＩ等のＩＣを構成する半導体チップは、ますます高集積化が進んで
いる。高集積化に伴って、半導体チップの端子電極（ピン）の数は増大（多ピン化）する
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。
【０００３】
　このように、半導体チップの多ピン化が進むにつれて、半導体チップの端子電極の間隔
（ピッチ）は狭くなる。例えば、デザインルール０．３５μｍ世代においては、６０μｍ
程度の狭ピッチが必要になるなど、１００μｍ、７０μｍ、５０μｍ等の狭ピッチが一般
的になってきている。
【０００４】
　一方で、このような半導体チップが実装される配線基板においては、従来の端子電極の
隣接する端子電極同士の間隔は、Ｃ４バンプピッチに代表されるように、１００μｍ～２
００μｍ程度と大きい。前述した１００μｍ、７０μｍ、５０μｍ等の狭ピッチに対応で
きる配線基板の製造は困難である。従って、前記した多ピン化に伴って狭ピッチ化した端
子電極を有する半導体チップを配線基板に実装し、電気的な接続を行うための技術が重要
になってきている。
【０００５】
　一般的に、多ピン化された半導体チップを配線基板に実装し、配線基板との電気的接続
をとる実装方法として重要な方法は、フリップチップ接続である。従来の一般的な実装技
術は、半導体チップの回路面を上にして、金の細線を使って端子と配線するワイヤボンデ
ィングであった。しかしフリップチップ接続では、半導体チップの回路面を下にし、はん
だや金の端子（バンプ）を用い、半導体チップを配線基板に接続することで、電気的な接
続を行う。フリップチップ接続は、ワイヤボンディングより配線の長さが短いため、電気
特性に優れ、高速化や高密度化に対応できる。また、半導体チップの真下にも端子を二次
元的に配置できるため、数千ピンという多ピン化（多端子化）が容易、といった特長を備
えている。さらに、構造上、半導体チップ背面から熱を逃がすことが可能なため、放熱性
にも優れている。
【０００６】
　このうち、半導体チップの端子電極の間隔が、配線基板の端子電極の間隔と比べて小さ
い場合には、直接配線基板に実装することは困難である。図１に、半導体チップ１２０の
端子電極１４０の間隔Ｄ１が、配線基板１７０の端子電極１５０の間隔Ｄ２と比べて小さ
い場合の半導体チップ１２０及び配線基板１７０の模式的な断面図を示す。このような場
合、半導体チップと配線基板との間に、絶縁層と配線層を複雑に積層した高密度多層配線
基板を介し、半導体チップをフリップチップにより高密度多層配線基板に実装し、半導体
チップを実装した高密度多層配線基板をＢＧＡ接合により一般配線基板（マザーボード）
に実装する実装方法が行われる。これがＦＣＢＧＡ（Flip Chip Ball Grid Array）であ
る。ＦＣＢＧＡにおいては、高密度多層配線基板を一般配線基板に実装する実装方法がＢ
ＧＡであるが、ＢＧＡではなくＰＧＡ（Pin Grid Array）、ＬＧＡ（Land Grid Array）
の場合もあり、それぞれＦＣＰＧＡ、ＦＣＬＧＡ、と呼ばれる。
【０００７】
　しかしながら、上記のようなＦＣＢＧＡ等の場合、絶縁層と配線層を複雑に積層した高
密度多層配線基板を用いなくてはならないという問題があった。
【０００８】
　このような複雑な積層構造を有する高密度多層配線基板を用いずに、半導体チップを直
接配線基板と電気的に接続することができる半導体装置の製造方法としては、半導体チッ
プを直接配線基板に埋め込み、内部に実装する方法と、半導体チップを機械的に支持し、
発熱した熱を熱伝導する機能を有する基板に実装した半導体装置を、はんだボール等によ
り配線基板に実装する方法と、がある。
【０００９】
　半導体チップを直接配線基板に埋め込む方法であるが、配線基板の内部に半導体チップ
を内蔵するための凹部を形成する方法である。特許文献１には、多層配線基板の内部に半
導体チップが内蔵され、半導体チップの端子電極がトランジション層を介して配線基板内
に配線される方法が開示されている。
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【００１０】
　また、半導体チップを機械的に支持し、発熱した熱を熱伝導する機能を有する基板に実
装した半導体装置を、はんだボール等により配線基板に実装する方法であるが、所定の基
板に所定の実装方法を用いて実装し、従来の配線基板の端子電極に対応した外部端子電極
を形成し、はんだボール等の実装方法を用いて半導体チップを配線基板に実装する方法で
ある。特許文献２には、金属からなる底板と樹脂複合材からなる枠材とで凹部を形成し、
前記凹部に半導体チップを埋め込み、絶縁層を設け、従来の配線基板の端子電極に対応し
た外部端子電極を形成する半導体装置の製造方法の例が開示されている。また、特許文献
３には、機械的に安定で高熱伝導率を有する基板を選択し、前記基板に空洞を儲け、半導
体チップを取り付け、半導体チップの端子電極と接続される配線と絶縁層からなる薄膜オ
ーバレイを設け、半導体チップと配線基板を接続する半導体装置の製造方法の例が開示さ
れている。
【特許文献１】特開２００３－７８９６号公報
【特許文献２】特開２００２－１６１７３号公報
【特許文献３】特開平６－２３６９４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ところが、従来用いられてきた半導体装置の製造方法、半導体装置及び配線基板には、
以下のような問題があった。
【００１２】
　まず、特許文献１に開示されている方法であるが、任意の配線基板を用いることができ
なくなるという問題があった。具体的には、半導体チップを内蔵するための凹部を、配線
基板表面にザグリ加工等により形成しなければならず、構造上凹部加工がし易い材質及び
構造の配線基板を用意しなくてはならないため、任意の配線基板を用いることができない
という問題があった。
【００１３】
　また、特許文献２に開示されている方法であるが、枠材を設ける工程が必要になるとい
う問題があった。具体的には、樹脂複合材よりなるパッケージング材に半導体チップの形
状に対応した孔を開け、該孔を開けたパッケージング材よりなる枠材を金属板よりなる底
板にプレス積層する、という工程が必要になる。加えて、その後上面に絶縁膜を設けるた
め、枠材の厚さを半導体チップの厚さと等しくしなくてはならない。これらの加工工程の
安定性、信頼性に課題があり、その結果、半導体チップを支持する機械的強度や半導体チ
ップからの発熱を放散させるための熱伝導性が低下するという問題があった。
【００１４】
　更に、特許文献３に開示されている方法であるが、空洞の形成方法が考慮されていない
という問題があった。具体的には、空洞は半導体チップより僅かに大きい寸法にフライス
加工される方法が開示されているだけであり、加工精度、信頼性に欠け、Ｃ４バンプピッ
チ等の一般的な端子間隔を有する従来の配線基板に応じて自由に接続端子を設計すること
は困難である。
【００１５】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、複雑な構造の高密度配線基板を用いず
に、半導体チップの端子電極の間隔をＣ４バンプピッチ等の一般的な端子間隔に対応させ
ることができ、その結果、従来の配線基板を用いながら、半導体チップを支持する機械的
強度や半導体チップからの発熱を放散させるための熱伝導性を向上させることができる半
導体装置の製造方法及び半導体装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記の課題を解決するために本発明では、次に述べる各手段を講じたことを特徴とする
ものである。
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【００１７】
　第１の発明に係る半導体装置の製造方法は、支持基板の両面にそれぞれ金属層を形成す
る工程と、前記支持基板の一方の面の前記金属層上に、金属膜を形成する工程と、前記金
属膜をエッチングし、嵌合孔を形成する工程と、前記嵌合孔内に、複数の端子電極が設け
られた面が上方を向くよう、半導体チップを実装する工程と、前記支持基板上に、前記半
導体チップの前記端子電極が設けられた面と側面とを覆う絶縁層を形成する工程と、前記
絶縁層上に、前記端子電極と接続する金属配線を形成する工程と、前記金属配線上に複数
の外部端子電極を形成する工程と、を有し、それぞれの前記金属層は、前記金属膜のエッ
チングにより除去されないエッチングストッパ層を含み、隣接する前記外部端子電極の間
隔が、隣接する前記端子電極の間隔より大きいことを特徴とする。
【００１８】
　第２の発明に係る半導体装置は、両面にそれぞれ金属層が形成された支持基板と、前記
支持基板の一方の面の前記金属層上に形成された嵌合孔を有する金属膜と、前記嵌合孔内
に、複数の端子電極が設けられた面が上方を向くよう実装された半導体チップと、前記支
持基板上に、前記半導体チップの前記端子電極が設けられた面と側面とを覆うよう形成さ
れた絶縁層と、前記絶縁層上に、前記端子電極と接続して形成された金属配線と、前記金
属配線上に複数形成された外部端子電極と、を有し、前記支持基板の一方の面の前記金属
層及び前記支持基板の他方の面の前記金属層は、それぞれ、前記金属膜を形成する金属材
料とは異なる金属材料を含み、隣接する前記外部端子電極の間隔が、隣接する前記端子電
極の間隔より大きいことを特徴とする。

【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、半導体チップの端子電極の間隔をＣ４バンプピッチ等の一般的な端子
間隔に対応させることによって従来の配線基板を用いることができ、半導体チップを支持
する機械的強度や半導体チップからの発熱を放散させるための熱伝導性を向上させること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　次に、本発明を実施するための最良の形態について図面と共に説明する。
（第１の実施の形態）
　図２乃至図３Ｂを参照し、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置を説明する。
【００３７】
　最初に、図２を参照し、本実施の形態に係る半導体装置を説明する。
【００３８】
　図２は、本実施の形態に係る半導体装置を模式的に示す断面図である。
【００３９】
　図２に示されるように、本実施の形態に係る半導体装置１０は、半導体チップ２０と、
支持基板３０と、端子電極４０と、外部端子電極５０と、ファンアウト部６０と、を有す
る。
【００４０】
　半導体チップ２０は、半導体装置１０の電気的な機能を有する。半導体チップ２０は、
半導体チップ２０の外部と電気的に接続するための端子電極４０を有する。隣接する端子
電極４０同士の間隔を第１の間隔Ｄ１とする。例えば、Ｄ１は５０～１００μｍ程度とす
ることができる。
【００４１】
　支持基板３０には、接着剤３１を介して半導体チップ２０が、端子電極４０が設けられ
た面と反対側の面をもって接着される。支持基板３０は、半導体チップ２０を支持し、半
導体装置１０の機械的な強度を確保すると同時に、半導体チップ２０で発熱される熱を放
熱するためのものである。
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【００４２】
　外部端子電極５０は、ファンアウト部６０の最表面に設けられる。外部端子電極５０は
、半導体装置１０の外部と電気的に接続するための端子電極である。隣接する外部端子電
極５０同士の間隔を第２の間隔Ｄ２とする。例えば、Ｄ２は１５０μｍ～１８０μｍ程度
とすることができる。
【００４３】
　ここで、外部端子電極５０の全てにおいて、隣接する外部端子電極５０同士の間隔Ｄ２
は、端子電極４０の全てにおいて、隣接する端子電極４０同士の間隔Ｄ１よりも大きい。
即ち、隣接する外部端子電極５０同士の最小間隔は、隣接する端子電極４０同士の最大間
隔よりも大きい。
【００４４】
　ファンアウト部６０は、絶縁層６１と、貫通電極６２と、金属配線６３と、を有する。
ファンアウト部６０は、第１の間隔Ｄ１を有する端子電極４０と、第２の間隔Ｄ２を有す
る外部端子電極５０と、を接続するためのものである。
【００４５】
　絶縁層６１は、半導体チップ２０及び半導体チップ２０に設けられた端子電極４０を被
覆するように、設けられる。貫通電極６２は、端子電極４０と接続され、絶縁層６１を貫
通するように設けられる。金属配線６３は、貫通電極６２と接続され、絶縁層６１の表面
を配線される。
【００４６】
　絶縁層６１は、支持基板３０に接着剤３１を介して接着された半導体チップ２０の端子
電極４０が設けられた面を被覆する。また、図２に示されるように、半導体チップ２０の
側面を被覆することができる。
【００４７】
　絶縁層６１、貫通電極６２、金属配線６３は、少なくとも１層ずつ形成される。Ｄ１と
Ｄ２がほぼ等しいときは、絶縁層６１、貫通電極６２、金属配線６３は、それぞれ１層ず
つ形成し、端子電極４０と、外部端子電極５０と、を電気的に接続することができる。し
かし、例えばＤ２がＤ１の２倍程度あるなど、Ｄ２がＤ１よりかなり大きい場合は、配線
が交錯することを避けるため、絶縁層６１、貫通電極６２、金属配線６３は、それぞれ複
数層ずつ形成することができる。本実施の形態では、図２に示されるように、絶縁層６１
、貫通電極６２、金属配線６３がそれぞれ３層ずつ形成されており、支持基板３０及び半
導体チップ２０に近い方から順に、絶縁層６１、６１ａ、６１ｂ、貫通電極６２、６２ａ
、６２ｂ、金属配線６３、６３ａ、６３ｂとする。前述した外部端子電極５０は、ファン
アウト部６０の最表面に設けられた金属配線６３ｂに接続されるように設けられる。
【００４８】
　次に、本実施の形態に係る半導体装置１０による、半導体チップ２０の隣接する端子電
極４０同士の間隔である第１の間隔Ｄ１を隣接する外部端子電極５０同士の間隔である第
２の間隔Ｄ２に広げるファンアウト機能、機械的強度確保の機能、及び熱伝導性確保の機
能について説明する。
【００４９】
　まず、ファンアウト機能について説明する。
【００５０】
　始めに、貫通電極６２は、端子電極４０に接続して垂直に形成されるため、その間隔は
、第１の間隔Ｄ１と同一である。
【００５１】
　次に、５つの貫通電極６２に接続された５つの金属配線６３のうち、左右外側を除いた
中心の３つの金属配線６３は、貫通電極６２の直上に接続して形成されるため、その間隔
は第１の間隔Ｄ１と同一である。しかし、左右外側の２つの貫通電極６２に接続された金
属配線６３は、左右外側の２つの貫通電極６２の位置から左右外側に向かって配線される
。これは、第１の間隔Ｄ１を第２の間隔Ｄ２に広げるためである。本実施の形態では、例
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えば、左右両側の２つの金属配線６３は、中心の貫通電極から２×Ｄ２の距離まで配線さ
れる。
【００５２】
　次に、貫通電極６２ａは、金属配線６３に接続して垂直に形成されるため、左右外側を
除いた中心の３つの貫通電極６２ａの間隔は、第１の間隔Ｄ１と同一であり、左右外側の
２つの貫通電極６２ａは、中心の貫通電極６２ａと２×Ｄ２の間隔を有する。
【００５３】
　次に、５つの貫通電極６２ａに接続された５つの金属配線６３ａのうち、中心と、左右
一番外側に位置する３つの金属配線６３ａは、貫通電極６２ａの直上に接続して形成され
る。しかし、左右外側から２番目に位置する２つの金属配線６３ａは、貫通電極６２ａの
位置から左右外側に向かって配線される。これは、第１の間隔Ｄ１を第２の間隔Ｄ２に広
げるためである。本実施の形態では、例えば、左右外側から２番目に位置する２つの金属
配線６３ａは、中心の貫通電極からＤ２の距離まで配線される。
【００５４】
　次に、貫通電極６２ｂは、金属配線６３ａに接続して垂直に形成される。そのため、５
つの貫通電極６２ｂの間隔は、第２の間隔Ｄ２と同一である。
【００５５】
　次に、５つの金属配線６３ｂは、５つの貫通電極６２ｂの直上に接続して形成される。
そのため、５つの金属配線６３ｂの間隔は、第２の間隔Ｄ２と同一である。
【００５６】
　最後に、５つの金属配線６３ｂに接続して５つの外部端子電極５０が形成される。従っ
て、端子電極４０の間隔である第１の間隔Ｄ１は、第２の間隔Ｄ２に広げられた外部の端
子電極５０に接続される。
【００５７】
　以上のようにして、隣接する端子電極４０同士の間隔である第１の間隔Ｄ１を隣接する
外部端子電極５０同士の間隔である第２の間隔Ｄ２に広げるファンアウト機能が機能する
。
【００５８】
　次に、半導体装置１０の機械的強度確保の機能及び熱伝導性確保の機能について説明す
る。
【００５９】
　半導体装置１０は、半導体チップ２０と端子電極４０と同数の外部端子電極５０を有し
、隣接する外部端子電極５０同士の間隔である第２の間隔Ｄ２は、隣接する端子電極４０
同士の間隔である第１の間隔Ｄ１に比べて大きい。従って、半導体装置１０の面積は半導
体チップ２０の面積に比べて大きい。半導体チップ２０に比べて大きな半導体装置１０の
機械的強度は、主として支持基板３０によって確保される。また、本実施の形態に係る半
導体装置１０では、接着剤３１、絶縁層６１は、半導体チップ２０を支持基板３０に固定
するために用いられるため、接着剤３１、絶縁層６１によっても機械的強度は確保される
。
【００６０】
　一方、半導体チップ２０は、接着剤３１、絶縁層６１を通じて支持基板３０に熱的に接
触される。また、端子電極４０から貫通電極６２、６２ａ、６２ｂ、金属配線６３、６３
ａ、６３ｂを通じて外部端子電極５０に電気的に接続されると同時に、熱的にも接続され
る。従って、本実施の形態に係る半導体装置１０では、半導体チップ２０で発生される熱
を放熱するための熱伝導性は確保される。
【００６１】
　次に、半導体装置１０を構成する好適な材料を説明する。
【００６２】
　まず、支持基板３０であるが、特に限定されないものの、例えば、銅板、アルミ板また
はコバール板等の金属板を用いることができる。絶縁層６１であるが、特に限定されない
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ものの、例えば、エポキシ系樹脂、フェノール系樹脂、フェノキシ樹脂、ポリイミド系樹
脂、ポリフェニレン系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、フッ素系樹脂を用いることができる
。貫通電極６２であるが、特に限定されないものの、例えば、銅を用いることができる。
接着剤３１であるが、特に限定されないものの、例えば、エポキシ樹脂に銀を添加させた
高熱伝導性エポキシ接着剤又は金シリコンを用いることができる。金属配線６３であるが
、特に限定されないものの、例えば、スズ、クロム、チタン、ニッケル、亜鉛、コバルト
、金、銅などを用いることができる。外部端子電極５０であるが、特に限定されないもの
の、例えば、半田を用いることができる。
（第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法）
　次に、図３Ａ及び図３Ｂを参照し、本実施の形態に係る半導体装置の製造方法について
説明する。
【００６３】
　図３Ａ及び図３Ｂは、本実施の形態に係る半導体装置の製造方法を模式的に示す図であ
る。
【００６４】
　まず、図３Ａ（ａ）に示される半導体チップ実装工程において、支持基板３０上に、半
導体チップ２０を接着する。この場合、例えば厚さが１００～１０００μｍの銅板よりな
る支持基板３０上の半導体チップ２０が接着される接着面に、予め接着剤３１を塗布し、
該接着剤３１が塗布された支持基板３０上に、半導体チップ２０を載置し、接着する。ま
た、半導体チップ２０は、端子電極４０が設けられた面が露出（フェイスアップ）される
ように支持基板３０に接着される。
【００６５】
　次に、図３Ａ（ｂ）に示される絶縁層形成工程において、エポキシ系樹脂又はポリイミ
ド系樹脂よりなる絶縁層６１を形成する。このとき、例えば１００～８００μｍの高さの
半導体チップ２０の端子電極４０が設けられた面を、更に、例えば５～３０μｍの厚さで
覆うように、絶縁層６１を形成する。すなわち、絶縁層６１の厚さは、半導体チップ２０
の高さである例えば１００～８００μｍと、半導体チップ２０の端子電極４０を被覆する
厚さである例えば５～３０μｍと、の合計であり、半導体チップ２０の端子電極４０は、
絶縁層６１によって被覆される。また、半導体チップ２０の側面２１を隙間なく覆うよう
に、絶縁層６１を形成することもできる。本実施の形態では、図３Ａ（ｂ）に示されるよ
うに、半導体チップ２０の側面２１も絶縁層６１によって隙間なく覆われる。
【００６６】
　次に、図３Ａ（ｃ）に示される工程において、加工方法は特に限定されるものではない
が、例えばレーザにより、絶縁層６１に、端子電極４０にまで到達する貫通孔６４を形成
する。
【００６７】
　次に、図３Ａ（ｄ）に示される貫通電極形成工程及び金属配線形成工程において、例え
ば、セミアディティブ法により、前記貫通孔６４を埋設するように貫通電極６２を形成す
るとともに、貫通電極６２と接続される金属配線６３を形成する。
【００６８】
　このとき、図３Ａ（ｄ）に図示される５つの端子電極４０のうち、左右両側の一番外側
にある２つの端子電極４０に接続された金属配線６３は、端子間隔を広げるため、左右両
側に広がるように配設される。
【００６９】
　次に、図３Ｂ（ａ）及び図３Ｂ（ｂ）に示される工程において、図３Ａ（ｂ）～図３Ａ
（ｄ）に示された絶縁層６１の形成、絶縁層６１への貫通孔６４の形成、貫通電極６２及
び金属配線６３の形成を２回繰返す。ただし、１回目の繰返しにおいて、絶縁層は６１ａ
、貫通孔は６４ａ、貫通電極は６２ａ、金属配線は６３ａ、であり、２回目の繰返しにお
いて、絶縁層は６１ｂ、貫通孔は６４ｂ、貫通電極は６２ｂ、金属配線は６３ｂ、である
。絶縁層６１ａ、６１ｂの厚さは、例えば５～３０μｍとすることができる。金属配線６
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３ａにおいて、図３Ｂ（ａ）に図示される５つの端子電極４０のうち、左右両側とも外側
から２番目に位置する２つの端子電極に接続された金属配線６３ａは、端子間隔を広げる
ため、左右両側に広がるように配設される。その結果、２回目の繰返しにおいて、図３Ｂ
（ｂ）に示されるように、貫通電極６２ｂ、金属配線６３ｂは、第１の間隔Ｄ１より広い
第２の間隔Ｄ２をもって等間隔に配設される。
【００７０】
　次に、図３Ｂ（ｃ）に示される外部端子電極形成工程において、金属配線６３ｂに接続
された外部端子電極５０を形成する。外部端子電極５０は、半田又は電解めっきによる銅
を形成することにより、形成される。
【００７１】
　以上、本実施の形態に係る半導体装置によれば、半導体チップの端子電極の間隔をＣ４
バンプピッチ等の一般的な端子間隔に対応させることによって従来の配線基板を用いるこ
とができ、半導体チップを支持する機械的強度や半導体チップからの発熱を放散させるた
めの熱伝導性を向上させることができる。
【００７２】
　なお、本実施の形態に係る半導体装置１０では、ファンアウト機能を確保するために３
層の絶縁層６１、貫通電極６２、金属配線６３を用いているが、任意の端子電極４０が互
いに交錯することなく外部端子電極５０に接続されることが可能であれば、層数、金属配
線の長さは、これに限られるものではない。
【００７３】
　また、本実施の形態に係る半導体装置の製造方法では、例えばセミアディティブ法によ
り、貫通電極６２、６２ａ、６２ｂを形成するとともに、金属配線６３、６３ａ、６３ｂ
を形成するが、貫通電極６２、６２ａ、６２ｂと、金属配線６３、６３ａ、６３ｂと、を
別々の工程により形成してもよい。
（第１の実施の形態の第１の変形例）
　次に、図４乃至図６を参照し、本発明の第１の実施の形態の第１の変形例について説明
する。
【００７４】
　最初に、図４を参照し、本変形例に係る半導体装置を説明する。
【００７５】
　図４は、本変形例に係る半導体装置を模式的に示す断面図である。ただし、以下の文中
では、先に説明した部分には同一の符号を付し、説明を省略する場合がある（以下の変形
例についても同様）。
【００７６】
　本変形例に係る半導体装置は、支持基板上に第１の金属膜を介して第２の金属膜が設け
られ、該第２の金属膜に、半導体チップを嵌合する嵌合孔が形成される点で、第１の実施
の形態に係る半導体チップと相違する。
【００７７】
　図４を参照するに、第１の実施の形態において、半導体チップが接着剤により支持基板
に接着され、端子電極が設けられた面が絶縁層で被覆されるのと相違し、本変形例に係る
半導体装置１０ａは、支持基板３０上に第１の金属膜３２を介して第２の金属膜３３が設
けられ、該第２の金属膜３３に、半導体チップ２０を嵌合する嵌合孔３４が形成され、半
導体チップ２０は端子電極４０が設けられた面が露出されるように嵌合孔３４に嵌合され
、接着剤３１により嵌合孔３４に接着されることが特徴である。
【００７８】
　図４に示されるように、本変形例に係る半導体装置１０ａは、半導体チップ２０と、支
持基板３０と、端子電極４０と、外部端子電極５０と、ファンアウト部６０と、を有する
。半導体チップ２０、端子電極４０、外部端子電極５０の構造は、第１の実施の形態に係
る半導体装置１０と同一である。
【００７９】
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　一方、支持基板３０は、両面を第１の金属膜３２で被覆される。また支持基板３０の片
面には、第１の金属膜３２を介して第２の金属膜３３が形成される。第２の金属膜３３の
厚さは、半導体チップ２０の高さとほぼ同一である。第２の金属膜は、平面視において半
導体チップ２０とほぼ同一の形状に除去され、嵌合孔３４が形成される。嵌合孔３４には
、接着剤３１を介して半導体チップ２０が、端子電極４０が設けられた面と反対側の面を
もって接着される。
【００８０】
　また、ファンアウト部６０を構成する最初の絶縁層６１は、第１の実施の形態において
、半導体チップ２０の高さとほぼ同一の厚さを有する部分があるのに対し、本変形例では
、半導体チップ２０と嵌合孔３４との隙間を除いた全ての部分で、半導体チップ２０の端
子電極４０を被覆する厚さを有する。
【００８１】
　次に、ファンアウト機能、機械的強度確保の機能、熱伝導性確保の機能であるが、ファ
ンアウトの機能については、第１の実施の形態と同様の機能を有する。また、機械的強度
、熱伝導性については、半導体チップ２０が嵌合孔３４に嵌合されることにより、半導体
チップ２０の側面が第２の金属膜３３で覆われる。そのため、第１の実施の形態と比較し
て、より機械的強度、熱伝導性を向上させることができる。
【００８２】
　次に、半導体装置１０ａを構成する好適な材料を説明する。絶縁層６１、貫通電極６２
、接着剤３１、金属配線６３、外部端子電極５０は、第１の実施の形態と同一の材料を用
いることができる。
【００８３】
　支持基板３０であるが、特に限定されないものの、例えば、ニッケル板を用いることが
できる。また、第１の金属膜であるが、特に限定されないものの、例えば、金を用いるこ
とができる。さらに、第２の金属膜として、特に限定されないものの、例えば、銅を用い
ることができる。
（第１の実施の形態の第１の変形例に係る半導体装置の第１の製造方法）
　次に、図５Ａ乃至図５Ｃを参照し、本変形例に係る半導体装置の第１の製造方法につい
て説明する。
【００８４】
　図５Ａ乃至図５Ｃは、本変形例に係る半導体装置の第１の製造方法を模式的に示す図で
ある。
【００８５】
　まず、図５Ａ（ａ）に示されるように、例えば厚さが１００～１０００μｍのニッケル
板よりなる支持基板３０を用意する。予め、ニッケル板よりなる支持基板３０の両面には
、金の電解めっきを行い、例えば厚さが３０～４００ｎｍの金よりなる第１の金属膜３２
を形成しておく。
【００８６】
　次に、図５Ａ（ｂ）に示される金属膜形成工程において、支持基板３０に金めっきによ
って形成された第１の金属膜３２上に、銅の電解めっきを行い、例えば厚さが１００～８
００μｍの銅よりなる第２の金属膜３３を形成する。この１００～８００μｍの厚さは、
例えば１００～８００μｍの半導体チップ２０の高さにほぼ等しい。
【００８７】
　次に、図５Ａ（ｃ）に示される嵌合孔形成工程において、第２の金属膜３３上にドライ
フィルムレジスト３５よりなるレジストパターンを形成する。即ち、第２の金属膜３３上
に、例えば厚さが１０～３０μｍのドライフィルムレジスト３５を積層し、ドライフィル
ムレジスト３５を露光、現像し、半導体チップ２０の平面視における形状に対応した部分
を除去したレジストパターンを形成する。このレジストパターンの形状は、その後第２の
金属膜３３に形成される半導体チップ２０を嵌合するための嵌合孔３４の形状に対応した
ものである。
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【００８８】
　次に、図５Ａ（ｄ）に示される嵌合孔形成工程において、第２の金属膜３３上に形成さ
れたドライフィルムレジスト３５よりなるレジストパターンをエッチング保護膜とし、塩
化第二銅をエッチング液として、銅よりなる第２の金属膜３３をエッチングし、嵌合孔３
４を形成する。このとき、銅よりなる第２の金属膜３３の深さ方向にエッチングが進展し
ていくが、金めっきにより形成された第１の金属膜３２の表面にエッチングが達すると、
エッチングの進展が止まるため、半導体チップ２０を嵌合する嵌合孔３４の半導体チップ
２０を搭載する搭載面３６の平坦性を確保することができる。また、嵌合孔３４の深さは
第２の金属膜３３の厚さに等しく、第２の金属膜３３の厚さは、例えば１００～８００μ
ｍである半導体チップ２０の高さにほぼ等しいため、嵌合孔３４の深さは半導体チップ２
０の高さにほぼ等しい。
【００８９】
　次に、図５Ｂ（ａ）に示される嵌合接着工程において、嵌合孔３４に半導体チップ２０
を嵌合し、接着剤３１を用いて半導体チップ２０を嵌合孔３４に接着する。ここで、接着
剤３１であるが、高熱伝導性エポキシ接着剤を用いることもできるが、搭載面３６が金で
形成されているため、半導体チップ２０との間での金シリコンによる共晶結合により接着
することもできる。
【００９０】
　次に、図５Ｂ（ｂ）に示される絶縁層形成工程において、エポキシ系樹脂又はポリイミ
ド系樹脂よりなる絶縁層６１を形成する。具体的には、嵌合孔３４に嵌合された半導体チ
ップ２０の端子電極４０が設けられた面及び第２の金属膜３３の表面を覆うように、例え
ば厚さが５～３０μｍの絶縁層６１を形成する。前述したように、嵌合孔３４の深さは半
導体チップ２０の高さにほぼ等しいため、嵌合孔３４に嵌合された半導体チップ２０の端
子電極４０が設けられた面及び第２の金属膜３３の表面はほぼ等しい高さである。加えて
、半導体チップ２０の側面２１と嵌合孔３４との隙間も絶縁層６１で埋められる。以上の
ようにして、半導体チップ２０の端子電極４０は、絶縁層６１によって被覆され、平坦化
される。
【００９１】
　次に、例えばレーザにより、貫通孔６４を形成し（図５Ｂ（ｃ））、例えば、セミアデ
ィティブ法により、貫通電極６２を形成するとともに金属配線６３を形成する（図５Ｂ（
ｄ））。更に、図５Ｂ（ｂ）～図５Ｂ（ｄ）の工程を２回繰り返してファンアウト部６０
を形成し（図５Ｃ（ａ）及び図５Ｃ（ｂ））、外部端子電極５０を形成する（図５Ｃ（ｃ
））。これらの図５Ｂ（ｃ）、図５Ｂ（ｄ）、図５Ｃ（ａ）～図５Ｃ（ｃ）に示される工
程は、第１の実施の形態の製造方法において図３Ａ（ｃ）、図３Ａ（ｄ）、図３Ｂ（ａ）
～図３Ｂ（ｃ）に示される工程と同一である。また、１回目の繰返しにおいて、絶縁層は
６１ａ、貫通孔は６４ａ、貫通電極は６２ａ、金属配線は６３ａ、であり、２回目の繰返
しにおいて、絶縁層は６１ｂ、貫通孔は６４ｂ、貫通電極は６２ｂ、金属配線は６３ｂ、
であるのは、第１の実施の形態と同一である。
（第１の実施の形態の第１の変形例に係る半導体装置の第２の製造方法）
　次に、図５Ｂ乃至図６を参照し、本変形例に係る半導体装置の第２の製造方法について
説明する。
【００９２】
　本製造方法は、アディティブ工法を用いて第２の金属膜に嵌合孔を形成する点で、本変
形例に係る半導体装置の第１の製造方法と相違する。
【００９３】
　図６を参照するに、本変形例に係る半導体装置の第１の製造方法において、支持基板上
に第２の金属膜を形成した後、嵌合孔に対応したレジストパターンを形成し、第２の金属
膜をエッチングして嵌合孔を形成するのと相違し、本製造方法は、支持基板上に第１の金
属膜を形成した後、第２の金属膜を形成する前に、嵌合孔に対応したレジストパターンを
形成し、その後、第２の金属膜を形成し、レジストパターンを除去し、第２の金属膜に嵌
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合孔を形成することが特徴である。
【００９４】
　図６は、本変形例に係る半導体装置の第２の製造方法を模式的に示す図である。また以
下では、図６（ａ）～図６（ｄ）、図５Ｂ（ａ）～図５Ｂ（ｄ）、図５Ｃ（ａ）～図５Ｃ
（ｃ）を用いて、本製造方法を説明する。
【００９５】
　まず、図６（ａ）に示されるように、例えば厚さが１００～１０００μｍのニッケル板
よりなる支持基板３０を用意する。予め、ニッケル板よりなる支持基板３０の両面には、
金の電解めっきを行い、例えば厚さが３０～４００ｎｍの金よりなる第１の金属膜３２を
形成しておく。これは、本変形例に係る半導体装置の第１の製造方法において図５Ａ（ａ
）に示される工程と同一である。
【００９６】
　次に、図６（ｂ）に示される工程において、第１の金属膜３２上にドライフィルムレジ
スト３５よりなるレジストパターンを形成する。即ち、第１の金属膜３２上に、例えば厚
さが１０～３０μｍのドライフィルムレジスト３５を積層し、ドライフィルムレジスト３
５を露光、現像し、半導体チップ２０の平面視における形状に対応した形状を有するレジ
ストパターンを形成する。このレジストパターンの形状は、その後第２の金属膜３３に形
成される半導体チップ２０を嵌合するための嵌合孔３４の形状に対応したものである。た
だし、本変形例に係る半導体装置の第１の製造方法と比べると、レジストパターンの形状
はポジネガ逆のパターンの形状になっている。
【００９７】
　次に、図６（ｃ）に示される工程において、レジストパターンの形成された第１の金属
膜３２上に、銅の電解めっきを行い、例えば厚さ１００～８００μｍの銅よりなる第２の
金属膜３３を形成する。この１００～８００μｍの厚さは、例えば１００～８００μｍの
半導体チップ２０の高さにほぼ等しい。
【００９８】
　次に、図６（ｄ）に示される工程において、レジストパターンとして残っているドライ
フィルムレジスト３５の全面を露光、現像し、ドライフィルムレジストを剥離する。その
結果、第２の金属膜３３に、半導体チップ２０を嵌合するための嵌合孔３４が形成される
。嵌合孔３４の深さは第２の金属膜３３の厚さに等しく、第２の金属膜３３の厚さは、例
えば１００～８００μｍである半導体チップ２０の高さにほぼ等しいため、嵌合孔３４の
深さは半導体チップ２０の高さにほぼ等しい。
【００９９】
　それ以後、嵌合孔３４に半導体チップ２０を嵌合して接着する工程から、外部端子電極
５０を形成する工程は、本変形例に係る半導体装置の第１の製造方法における図５Ｂ（ａ
）～図５Ｂ（ｄ）、図５Ｃ（ａ）～図５Ｃ（ｃ）と同一の工程を行う。
【０１００】
　以上、本変形例に係る半導体装置によれば、半導体チップの端子電極の間隔をＣ４バン
プピッチ等の一般的な端子間隔に対応させることができ、半導体チップが嵌合孔に嵌合さ
れることにより、より機械的強度、熱伝導性を向上させることができる。
【０１０１】
　なお、本変形例に係る半導体装置１０ａでは、ファンアウト機能を確保するために３層
の絶縁層６１、貫通電極６２、金属配線６３を用いているが、任意の端子電極４０が互い
に交錯することなく外部端子電極５０に接続されることが可能であれば、層数、金属配線
の長さは、これに限られるものではない。
【０１０２】
　また、本実施の形態に係る半導体装置の製造方法では、例えば、セミアディティブ法に
より、貫通電極６２、６２ａ、６２ｂを形成するとともに、金属配線６３、６３ａ、６３
ｂを形成するが、貫通電極６２、６２ａ、６２ｂと、金属配線６３、６３ａ、６３ｂと、
を別々の工程により形成してもよい。
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（第１の実施の形態の第２の変形例）
　次に、図７乃至図９を参照し、本発明の第１の実施の形態の第２の変形例について説明
する。
【０１０３】
　最初に、図７を参照し、本変形例に係る半導体装置を説明する。
【０１０４】
　図７は、本変形例に係る半導体装置を模式的に示す断面図である。
【０１０５】
　本変形例に係る半導体装置は、支持基板上に形成される第１の金属膜が支持基板表面処
理膜を介して設けられる点で、第１の実施の形態の第１の変形例に係る半導体装置と相違
する。
【０１０６】
　図７を参照するに、第１の実施の形態の第１の変形例において、第１の金属膜が支持基
板上に直接形成されるのと相違し、本変形例に係る半導体装置１０ｂは、第１の金属膜３
２が、支持基板表面処理膜３７を介して支持基板３０上に形成されることが特徴である。
【０１０７】
　図７に示されるように、本変形例に係る半導体装置１０ｂは、半導体チップ２０と、支
持基板３０と、端子電極４０と、外部端子電極５０と、ファンアウト部６０と、を有する
。半導体チップ２０、端子電極４０、外部端子電極５０、ファンアウト部６０の構造は、
第１の実施の形態の第１の変形例に係る半導体装置１０ａと同一である。
【０１０８】
　一方、支持基板３０は、両面を支持基板表面処理膜３７で被覆され、その表面を第１の
金属膜３２で被覆される。また支持基板３０の片面において、第１の金属膜３２の表面に
第２の金属膜３３が形成される。第２の金属膜３３の厚さが、半導体チップ２０の高さと
ほぼ等しく、嵌合孔３４が形成され、嵌合孔３４に半導体チップ２０が嵌合され、接着さ
れるのは、第１の実施の形態の第１の変形例と同一である。
【０１０９】
　第１の金属膜３２が、支持基板表面処理膜３７を介して支持基板３０上に形成されるの
は、支持基板３０及び第１の金属膜３２の組合せとして、任意の材料の組合せを用いるた
めである。即ち、第２の金属膜３３のエッチングストッパ層として機能する第１の金属膜
３２を支持基板３０上に直接形成することが難しい場合、支持基板表面処理膜３７を介す
ることによって、第１の金属膜３２を支持基板３０上に形成することができる。
【０１１０】
　具体的には、支持基板３０として例えば銅板を用い、第１の金属膜３２として例えば金
めっきによる金を用いる場合、銅板上に直接金めっきを行うと、金と銅が拡散してしまい
、金めっきを行うことができない。従って、金と銅の拡散バリアとして、例えばニッケル
よりなる支持基板表面処理膜３７を支持基板３０の表面に設ける。その他の好適な材料は
、第１の実施の形態の第１の変形例と同一のものを用いることができる。
【０１１１】
　また、ファンアウト機能、機械的強度確保の機能、熱伝導性確保の機能については、第
１の実施の形態の第１の変形例と同様の機能を有するため、特に、機械的強度、熱伝導性
については、第１の実施の形態と比較して、より機械的強度、熱伝導性を向上させること
ができる。
（第１の実施の形態の第２の変形例に係る半導体装置の第１の製造方法）
　次に、図８Ａ乃至図８Ｃを参照し、本変形例に係る半導体装置の第１の製造方法につい
て説明する。
【０１１２】
　図８Ａ乃至図８Ｃは、本変形例に係る半導体装置の第１の製造方法を模式的に示す図で
ある。
【０１１３】
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　まず、図８Ａ（ａ）に示されるように、例えば厚さが１００～１０００μｍの銅板より
なる支持基板３０を用意する。予め、銅板よりなる支持基板３０の両面には、ニッケルの
無電解めっきを行い、例えば厚さが３～１０μｍのニッケルよりなる支持基板表面処理膜
３７を形成する。次に、金の電解めっきを行い、例えば厚さが３０～４００ｎｍの金より
なる第１の金属膜３２を形成する。
【０１１４】
　次に、銅の電解めっきを行って銅よりなる第２の金属膜３３を形成し（図８Ａ（ｂ））
、第２の金属膜３３上にドライフィルムレジスト３５よりなるレジストパターンを形成し
（図８Ａ（ｃ））、銅よりなる第２の金属膜３３を第１の金属膜３２の表面までエッチン
グして嵌合孔３４を形成し（図８Ａ（ｄ））、嵌合孔３４に半導体チップ２０を嵌合して
接着し（図８Ｂ（ａ））、半導体チップ２０の端子電極４０を被覆するように、絶縁層６
１を形成する（図８Ｂ（ｂ））。更に、例えばレーザにより、貫通孔６４を形成し（図８
Ｂ（ｃ））、例えば、セミアディティブ法により、貫通電極６２を形成するとともに金属
配線６３を形成する（図８Ｂ（ｄ））。これらの図８Ａ（ｂ）～図８Ａ（ｄ）、図８Ｂ（
ａ）～図８Ｂ（ｄ）に示される工程は、第１の実施の形態の第１の変形例において図５Ａ
（ｂ）～図５Ａ（ｄ）、図５Ｂ（ａ）～図５Ｂ（ｄ）に示される工程と同一である。
【０１１５】
　次に、図８Ｂ（ｂ）～図８Ｂ（ｄ）の工程を２回繰り返してファンアウト部６０を形成
し（図８Ｃ（ａ）及び図８Ｃ（ｂ））、外部端子電極５０を形成する（図８Ｃ（ｃ））。
これらの図８Ｃ（ａ）～図８Ｃ（ｃ）に示される工程は、第１の実施の形態の第１の変形
例において図５Ｃ（ａ）～図５Ｃ（ｃ）に示される工程と同一である。また、１回目の繰
返しにおいて、絶縁層は６１ａ、貫通孔は６４ａ、貫通電極は６２ａ、金属配線は６３ａ
、であり、２回目の繰返しにおいて、絶縁層は６１ｂ、貫通孔は６４ｂ、貫通電極は６２
ｂ、金属配線は６３ｂ、であるのは、第１の実施の形態の第１の変形例と同一である。
（第１の実施の形態の第２の変形例に係る半導体装置の第２の製造方法）
　次に、図８Ｂ乃至図９を参照し、本変形例に係る半導体装置の第２の製造方法について
説明する。
【０１１６】
　本製造方法は、アディティブ工法を用いて第２の金属膜に嵌合孔を形成する点で、本変
形例に係る半導体装置の第１の製造方法と相違する。
【０１１７】
　図９を参照するに、本変形例に係る半導体装置の第１の製造方法において、支持基板上
に第２の金属膜を形成した後、嵌合孔に対応したレジストパターンを形成し、第２の金属
膜をエッチングして嵌合孔を形成するのと相違し、本製造方法は、支持基板上に第１の金
属膜を形成した後、第２の金属膜を形成する前に、嵌合孔に対応したレジストパターンを
形成し、その後、第２の金属膜を形成し、レジストパターンを除去し、第２の金属膜に嵌
合孔を形成することが特徴である。
【０１１８】
　図９は、本変形例に係る半導体装置の第２の製造方法を模式的に示す図である。また、
以下では、図９（ａ）～図９（ｄ）、図８Ｂ（ａ）～図８Ｂ（ｄ）、図８Ｃ（ａ）～図８
Ｃ（ｃ）を用いて、本製造方法を説明する。
【０１１９】
　まず、図９（ａ）に示されるように、例えば厚さが１００～１０００μｍの銅板よりな
る支持基板３０を用意する。予め、銅板よりなる支持基板３０の両面には、ニッケルの無
電解めっきを行い、例えば厚さが３～１０μｍのニッケルよりなる支持基板表面処理膜３
７を形成する。次に、金の電解めっきを行い、例えば厚さが３０～４００ｎｍの金よりな
る第１の金属膜３２を形成する。これは、本変形例に係る半導体装置の第１の製造方法に
おいて図８Ａ（ａ）に示される工程と同一である。
【０１２０】
　次に、図９（ｂ）に示される工程において、第１の金属膜３２上にドライフィルムレジ
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スト３５よりなるレジストパターンを形成する。即ち、第１の金属膜３２上に、例えば厚
さ１０～３０μｍのドライフィルムレジスト３５を積層し、ドライフィルムレジスト３５
を露光、現像し、半導体チップ２０の平面視における形状に対応した形状を有するレジス
トパターンを形成する。このレジストパターンの形状は、その後第２の金属膜３３に形成
される半導体チップ２０を嵌合するための嵌合孔３４の形状に対応したものである。ただ
し、本変形例に係る半導体装置の第１の製造方法と比べると、レジストパターンの形状は
ポジネガ逆のパターンになっている。
【０１２１】
　次に、図９（ｃ）に示される工程において、レジストパターンの形成された第１の金属
膜３２上に、銅の電解めっきを行い、例えば厚さが１００～８００μｍの銅よりなる第２
の金属膜３３を形成する。この１００～８００μｍの厚さは、例えば１００～８００μｍ
の半導体チップ２０の高さにほぼ等しい。
【０１２２】
　次に、図９（ｄ）に示される工程において、レジストパターンとして残っているドライ
フィルムレジスト３５の全面を露光、現像し、ドライフィルムレジストを剥離する。その
結果、第２の金属膜３３に、半導体チップ２０を嵌合するための嵌合孔３４が形成される
。嵌合孔３４の深さは第２の金属膜３３の厚さに等しく、第２の金属膜３３の厚さは、例
えば１００～８００μｍである半導体チップ２０の高さにほぼ等しいため、嵌合孔３４の
深さは半導体チップ２０の高さにほぼ等しい。
【０１２３】
　それ以後、嵌合孔３４に半導体チップ２０を嵌合して接着する工程から、外部端子電極
５０を形成する工程は、本変形例に係る半導体装置の第１の製造方法における図８Ｂ（ａ
）～図８Ｂ（ｄ）、図８Ｃ（ａ）～図８Ｃ（ｃ）と同一の工程を行う。
【０１２４】
　以上、本変形例に係る半導体装置によれば、支持基板と第１の金属膜について、より広
い範囲の材料を用いることができ、半導体チップの端子電極の間隔をＣ４バンプピッチ等
の一般的な端子間隔に対応させることができ、半導体チップが嵌合孔に嵌合されることに
より、より機械的強度、熱伝導性を向上させることができる。
【０１２５】
　なお、本変形例に係る半導体装置１０ｂでは、ファンアウト機能を確保するために３層
の絶縁層６１、貫通電極６２、金属配線６３を用いているが、任意の端子電極４０が互い
に交錯することなく外部端子電極５０に接続されることが可能であれば、層数、金属配線
の長さは、これに限られるものではない。
【０１２６】
　また、本実施の形態に係る半導体装置の製造方法では、例えば、セミアディティブ法に
より、貫通電極６２、６２ａ、６２ｂを形成するとともに、金属配線６３、６３ａ、６３
ｂを形成するが、貫通電極６２、６２ａ、６２ｂと、金属配線６３、６３ａ、６３ｂと、
を別々の工程により形成してもよい。
（第１の実施の形態の第３の変形例）
　次に、図１０乃至図１１Ｃを参照し、本発明の第１の実施の形態の第３の変形例につい
て説明する。
【０１２７】
　最初に、図１０を参照し、本変形例に係る半導体装置を説明する。
【０１２８】
　図１０は、本変形例に係る半導体装置を模式的に示す断面図である。
【０１２９】
　本変形例に係る半導体装置は、支持基板が絶縁体基板の表面に銅箔を貼り付けた基板で
ある点で、第１の実施の形態の第２の変形例に係る半導体チップと相違する。
【０１３０】
　図１０を参照するに、第１の実施の形態の第２の変形例において、支持基板が金属基板
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であるのと相違し、本変形例に係る半導体装置１０ｃは、支持基板３０が、絶縁体基板の
表面に銅箔を貼り付けた基板であることが特徴である。
【０１３１】
　図１０に示されるように、本変形例に係る半導体装置１０ｃは、半導体チップ２０と、
支持基板３０と、端子電極４０と、外部端子電極５０と、ファンアウト部６０と、を有す
る。半導体チップ２０、端子電極４０、外部端子電極５０、ファンアウト部６０の構造は
、第１の実施の形態の第２の変形例に係る半導体装置１０ｂと同一である。
【０１３２】
　一方、支持基板３０は、金属基板ではなく、絶縁体基板である。支持基板３０の両面に
は銅箔３８が貼り付けられる。支持基板３０の両面において、銅箔の表面は支持基板表面
処理膜３７で被覆され、その上を第１の第１の金属膜３２で被覆される。また支持基板３
０の片面において、第１の金属膜３２上に第２の金属膜３３が形成される。第２の金属膜
３３の厚さが、半導体チップ２０の高さとほぼ等しく、嵌合孔３４が形成され、嵌合孔３
４に半導体チップ２０が嵌合され、接着されるのは、第１の実施の形態の第２の変形例と
同一である。
【０１３３】
　支持基板３０が、金属基板ではなく、絶縁体基板であるのは、実装基板として一般的な
絶縁体基板を用いるためである。即ち、支持基板３０として、例えばガラスエポキシ基板
を用いる場合でも、本変形例によれば、半導体装置１０ｃを製造することができる。
【０１３４】
　具体的には、支持基板３０として例えばガラスエポキシ板を用い、第１の金属膜３２と
して例えば金めっきによる金を用いることができる。ガラスエポキシ板よりなる支持基板
３０の表面に銅箔３８を貼り付けることによって、銅箔３８上に、例えばニッケルよりな
る支持基板表面処理膜３７を設け、支持基板表面処理膜３７上に、第１の金属膜３２とし
て金めっきによる金を用いることができる。ニッケルよりなる支持基板表面処理膜３７は
、銅箔３８上に金めっきを行って金よりなる第１の金属膜３２を形成するためのものであ
り、第１の実施の形態の第２の変形例と同一である。
【０１３５】
　また、ファンアウト機能、機械的強度確保の機能、熱伝導性確保の機能については、第
１の実施の形態の第２の変形例と同様の機能を有するため、特に、機械的強度、熱伝導性
については、第１の実施の形態と比較して、より機械的強度、熱伝導性を向上させること
ができる。
（第１の実施の形態の第３の変形例に係る半導体装置の第１の製造方法）
　次に、図１１Ａ乃至図１１Ｃを参照し、本変形例に係る半導体装置の第１の製造方法に
ついて説明する。
【０１３６】
　図１１Ａ乃至図１１Ｃは、本変形例に係る半導体装置の第１の製造方法を模式的に示す
図である。
【０１３７】
　まず、図１１Ａ（ａ）に示されるように、例えば厚さが１００～１０００μｍのガラス
エポキシ板よりなる支持基板３０を用意する。予め、ガラスエポキシ板よりなる支持基板
３０の両面には、例えば厚さが１０～１００μｍの銅箔３８が貼り付けられ、さらに、支
持基板３０の両面において、銅箔３８の表面にニッケルの無電解めっきを行い、例えば厚
さが３～１０μｍのニッケルよりなる支持基板表面処理膜３７を形成する。次に、支持基
板３０の両面において、支持基板表面処理膜３７の表面に金の電解めっきを行い、例えば
厚さが３０～４００ｎｍの金よりなる第１の金属膜３２を形成する。
【０１３８】
　次に、銅の電解めっきを行って銅よりなる第２の金属膜３３を形成し（図１１Ａ（ｂ）
）、第２の金属膜３３上にドライフィルムレジスト３５よりなるレジストパターンを形成
し（図１１Ａ（ｃ））、銅よりなる第２の金属膜３３を第１の金属膜３２の表面までエッ
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チングして嵌合孔３４を形成し（図１１Ａ（ｄ））、嵌合孔３４に半導体チップ２０を嵌
合して接着し（図１１Ｂ（ａ））、半導体チップ２０の端子電極４０を被覆するように、
絶縁層６１を形成する（図１１Ｂ（ｂ））。更に、例えばレーザにより、貫通孔６４を形
成し（図１１Ｂ（ｃ））、例えば、セミアディティブ法により、貫通電極６２を形成する
とともに金属配線６３を形成する（図１１Ｂ（ｄ））。これらの図１１Ａ（ｂ）～図１１
Ａ（ｄ）、図１１Ｂ（ａ）～図１１Ｂ（ｄ）に示される工程は、第１の実施の形態の第１
の変形例において図５Ａ（ｂ）～図５Ａ（ｄ）、図５Ｂ（ａ）～図５Ｂ（ｄ）に示される
工程と同一である。
【０１３９】
　次に、図１１Ｂ（ｂ）～図１１Ｂ（ｄ）の工程を２回繰り返してファンアウト部６０を
形成し（図１１Ｃ（ａ）及び図１１Ｃ（ｂ））、外部端子電極５０を形成する（図１１Ｃ
（ｃ））。これらの図１１Ｃ（ａ）～図１１Ｃ（ｃ）に示される工程は、第１の実施の形
態の第１の変形例において図５Ｃ（ａ）～図５Ｃ（ｃ）に示される工程と同一である。ま
た、１回目の繰返しにおいて、絶縁層は６１ａ、貫通孔は６４ａ、貫通電極は６２ａ、金
属配線は６３ａ、であり、２回目の繰返しにおいて、絶縁層は６１ｂ、貫通孔は６４ｂ、
貫通電極は６２ｂ、金属配線は６３ｂ、であるのは、第１の実施の形態の第１の変形例と
同一である。
（第１の実施の形態の第３の変形例に係る半導体装置の第２の製造方法）
　次に、図１１Ｂ乃至図１２を参照し、本変形例に係る半導体装置の第２の製造方法につ
いて説明する。
【０１４０】
　本製造方法は、アディティブ工法を用いて第２の金属膜に嵌合孔を形成する点で、本変
形例に係る半導体装置の第１の製造方法と相違する。
【０１４１】
　図１２を参照するに、本変形例に係る半導体装置の第１の製造方法において、支持基板
上に第２の金属膜を形成した後、嵌合孔に対応したレジストパターンを形成し、第２の金
属膜をエッチングして嵌合孔を形成するのと相違し、本製造方法は、支持基板上に第１の
金属膜を形成した後、第２の金属膜を形成する前に、嵌合孔に対応したレジストパターン
を形成し、その後、第２の金属膜を形成し、レジストパターンを除去し、第２の金属膜に
嵌合孔を形成することが特徴である。
【０１４２】
　図１２は、本変形例に係る半導体装置の第２の製造方法を模式的に示す図である。以下
、図１２（ａ）～図１２（ｄ）、図１１Ｂ（ａ）～図１１Ｂ（ｄ）、図１１Ｃ（ａ）～図
１１Ｃ（ｃ）を用いて、本製造方法を説明する。
【０１４３】
　まず、図１２（ａ）に示されるように、例えば厚さが１００～１０００μｍのガラスエ
ポキシ板よりなる支持基板３０を用意する。予め、ガラスエポキシ板よりなる支持基板３
０の両面には、例えば厚さが１０～１００μｍの銅箔３８が貼り付けられ、さらに、支持
基板３０の両面において、銅箔３８の表面にニッケルの無電解めっきを行い、例えば厚さ
が３～１０μｍのニッケルよりなる支持基板表面処理膜３７を形成する。次に、支持基板
３０の両面において、支持基板表面処理膜３７の表面に金の電解めっきを行い、例えば厚
さが３０～４００ｎｍの金よりなる第１の金属膜３２を形成する。これは、本変形例に係
る半導体装置の第１の製造方法において図１１Ａ（ａ）に示される工程と同一である。
【０１４４】
　次に、図１２（ｂ）に示される工程において、第１の金属膜３２上にドライフィルムレ
ジスト３５よりなるレジストパターンを形成する。即ち、第１の金属膜３２上に、例えば
厚さが１０～３０μｍのドライフィルムレジスト３５を積層し、ドライフィルムレジスト
３５を露光、現像し、半導体チップ２０の平面視における形状に対応した形状を有するレ
ジストパターンを形成する。このレジストパターンの形状は、その後第２の金属膜３３に
形成される半導体チップ２０を嵌合するための嵌合孔３４の形状に対応したものである。
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ただし、本変形例に係る半導体装置の第１の製造方法と比べると、レジストパターンの形
状はポジネガ逆のパターンになっている。
【０１４５】
　次に、図１２（ｃ）に示される工程において、レジストパターンの形成された第１の金
属膜３２上に、銅の電解めっきを行い、例えば厚さが１００～８００μｍの銅よりなる第
２の金属膜３３を形成する。この１００～８００μｍの厚さは、例えば１００～８００μ
ｍの半導体チップ２０の高さにほぼ等しい。
【０１４６】
　次に、図１２（ｄ）に示される工程において、レジストパターンとして残っているドラ
イフィルムレジスト３５の全面を露光、現像し、ドライフィルムレジストを剥離する。そ
の結果、第２の金属膜３３に、半導体チップ２０を嵌合するための嵌合孔３４が形成され
る。嵌合孔３４の深さは第２の金属膜３３の高さに等しく、第２の金属膜３３の高さは、
例えば１００～８００μｍである半導体チップ２０の高さにほぼ等しいため、嵌合孔３４
の深さは半導体チップ２０の高さにほぼ等しい。
【０１４７】
　それ以後、嵌合孔３４に半導体チップ２０を嵌合して接着する工程から、外部端子電極
５０を形成する工程は、本変形例に係る半導体装置の第１の製造方法における図１１Ｂ（
ａ）～図１１Ｂ（ｄ）、図１１Ｃ（ａ）～図１１Ｃ（ｃ）と同一の工程を行う。
【０１４８】
　以上、本変形例に係る半導体装置によれば、支持基板について、より広い範囲の材料を
用いることができ、半導体チップの端子電極の間隔をＣ４バンプピッチ等の一般的な端子
間隔に対応させることができ、半導体チップが嵌合孔に嵌合されることにより、より機械
的強度、熱伝導性を向上させることができる。
【０１４９】
　なお、本変形例に係る半導体装置１０ｃでは、ファンアウト機能を確保するために３層
の絶縁層６１、貫通電極６２、金属配線６３を用いているが、任意の端子電極４０が互い
に交錯することなく外部端子電極５０に接続されることが可能であれば、層数、金属配線
の長さは、これに限られるものではない。
【０１５０】
　また、本実施の形態に係る半導体装置の製造方法では、例えば、セミアディティブ法に
より、貫通電極６２、６２ａ、６２ｂを形成するとともに、金属配線６３、６３ａ、６３
ｂを形成するが、貫通電極６２、６２ａ、６２ｂと、金属配線６３、６３ａ、６３ｂと、
を別々の工程により形成してもよい。
（第１の実施の形態の第４の変形例）
　次に、図１３及び図１４を参照し、本発明の第１の実施の形態の第４の変形例について
説明する。
【０１５１】
　最初に、図１３を参照し、本変形例に係る半導体装置を説明する。
【０１５２】
　図１３は、本変形例に係る半導体装置を模式的に示す断面図である。
【０１５３】
　本変形例に係る半導体装置は、一体の支持基板に、半導体チップを嵌合する嵌合孔が形
成される点で、第１の実施の形態に係る半導体チップと相違する。
【０１５４】
　図１３を参照するに、第１の実施の形態において、半導体チップが接着剤により支持基
板に接着され、端子電極が設けられた面が絶縁層で被覆されるのと相違し、本変形例に係
る半導体装置１０ｄは、支持基板上３０に、半導体チップ２０を嵌合する嵌合孔３４が形
成され、半導体チップ２０は端子電極４０が設けられた面が露出されるように嵌合孔３４
に嵌合され、接着剤３１により嵌合孔に接着されることが特徴である。
【０１５５】
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　図１３に示されるように、本変形例に係る半導体装置１０ｄは、半導体チップ２０と、
支持基板３０と、端子電極４０と、外部端子電極５０と、ファンアウト部６０と、を有す
る。半導体チップ２０、端子電極４０、外部端子電極５０の構造は、第１の実施の形態に
係る半導体装置１０と同一である。
【０１５６】
　一方、支持基板３０は、一体の支持基板であり、平面視において半導体チップ２０とほ
ぼ同一の形状で、半導体チップ２０とほぼ同一の深さに該当する部分が除去され、嵌合孔
３４が形成される。嵌合孔３４には、接着剤３１を介して半導体チップ２０が、端子電極
４０が設けられた面と反対側の面をもって接着される。
【０１５７】
　また、ファンアウト部６０において、最初の絶縁層６１は、第１の実施の形態に係る半
導体装置１０において、半導体チップ２０の側面も被覆するため、平面視において半導体
チップ２０とほぼ同一の厚さの部分を有するのに対し、嵌合孔３４に嵌合された半導体チ
ップ２０の端子電極４０が設けられた面及び支持基板３０を被覆する構造であるため、全
ての部分でほぼ均一の厚さを有する。
【０１５８】
　次に、ファンアウト機能、機械的強度確保の機能、熱伝導性確保の機能であるが、ファ
ンアウトの機能については、第１の実施の形態と同様の機能を有する。また、機械的強度
、熱伝導性については、半導体チップ２０が嵌合孔３４に嵌合されることにより、半導体
チップ２０の側面が支持基板３０で覆われる。そのため、第１の実施の形態と比較して、
より機械的強度、熱伝導性を向上させることができる。
【０１５９】
　次に、半導体装置１０ｄを構成する好適な材料を説明する。絶縁層６１、貫通電極６２
、接着剤３１、金属配線６３、外部端子電極５０は、第１の実施の形態と同一の材料を用
いることができる。
【０１６０】
　支持基板３０であるが、機械的強度や熱伝導性に優れた基板であれば特に限定されるも
のではないが、銅板を用いることができる。
（第１の実施の形態の第４の変形例に係る半導体装置の製造方法）
　次に、図１４Ａ乃至図１４Ｃを参照し、本変形例に係る半導体装置の製造方法について
説明する。
【０１６１】
　図１４Ａ乃至図１４Ｃは、本変形例に係る半導体装置の製造方法を模式的に示す図であ
る。
【０１６２】
　まず、図１４Ａ（ａ）に示されるように、例えば厚さが１００～１０００μｍの銅板よ
りなる支持基板３０を用意する。
【０１６３】
　次に、図１４Ａ（ｂ）に示される嵌合孔形成工程において、銅板よりなる支持基板３０
上にドライフィルムレジスト３５よりなるレジストパターンを形成する。即ち、支持基板
３０上に、ドライフィルムレジスト３５を積層し、ドライフィルムレジスト３５を露光、
現像し、半導体チップ２０の平面視における形状に対応した部分を除去したレジストパタ
ーンを形成する。このレジストパターンの形状は、その後支持基板３０に形成される半導
体チップ２０を嵌合するための嵌合孔３４の形状に対応したものである。
【０１６４】
　次に、図１４Ａ（ｃ）に示される嵌合孔形成工程において、支持基板３０上に形成され
たドライフィルムレジスト３５よりなるレジストパターンをエッチング保護膜とし、塩化
第二銅をエッチング液として、銅よりなる支持基板３０をエッチングし、嵌合孔３４を形
成する。このとき、銅よりなる支持基板３０の深さ方向にエッチングが進展していくが、
エッチング時間を管理することにより、嵌合孔３４に嵌合する半導体チップ２０の厚さと



(20) JP 5224845 B2 2013.7.3

10

20

30

40

50

ほぼ同一の深さになった時点でエッチングを終了させ、嵌合孔３４を形成する。
【０１６５】
　次に、嵌合孔３４に半導体チップ２０を嵌合して接着し（図１４Ｂ（ａ））、半導体チ
ップ２０の端子電極４０を被覆するように、絶縁層６１を形成し（図１４Ｂ（ｂ））、例
えばレーザにより貫通孔６４を形成し（図１４Ｂ（ｃ））、例えば、セミアディティブ法
により、貫通電極６２を形成するとともに金属配線６３を形成する（図１４Ｂ（ｄ））。
これらの図１４Ｂ（ａ）～図１４Ｂ（ｄ）に示される工程は、第１の実施の形態の第１の
変形例において図５Ｂ（ａ）～図５Ｂ（ｄ）に示される工程と同一である。
【０１６６】
　更に、図１４Ｂ（ｂ）～図１４Ｂ（ｄ）の工程を２回繰り返してファンアウト部６０を
形成し（図１４Ｃ（ａ）及び図１４Ｃ（ｂ））、外部端子電極５０を形成する（図１４Ｃ
（ｃ））。これらの図１４Ｃ（ａ）～図１４Ｃ（ｃ）に示される工程は、第１の実施の形
態の第１の変形例において図５Ｃ（ａ）～図５Ｃ（ｃ）に示される工程と同一である。ま
た、１回目の繰返しにおいて、絶縁層は６１ａ、貫通孔は６４ａ、貫通電極は６２ａ、金
属配線は６３ａ、であり、２回目の繰返しにおいて、絶縁層は６１ｂ、貫通孔は６４ｂ、
貫通電極は６２ｂ、金属配線は６３ｂ、であるのは、第１の実施の形態の第１の変形例と
同一である。
【０１６７】
　以上、本変形例に係る半導体装置によれば、支持基板について、より広い範囲の材料を
用いることができ、半導体チップの端子電極の間隔をＣ４バンプピッチ等の一般的な端子
間隔に対応させることができ、半導体チップが嵌合孔に嵌合されることにより、より機械
的強度、熱伝導性を向上させることができる。
【０１６８】
　なお、本変形例に係る半導体装置１０ｃでは、ファンアウト機能を確保するために３層
の絶縁層６１、貫通電極６２、金属配線６３を用いているが、任意の端子電極４０が互い
に交錯することなく外部端子電極５０に接続されることが可能であれば、層数、金属配線
の長さは、これに限られるものではない。
【０１６９】
　また、本実施の形態に係る半導体装置の製造方法では、例えば、セミアディティブ法に
より、貫通電極６２、６２ａ、６２ｂを形成するとともに、金属配線６３、６３ａ、６３
ｂを形成するが、貫通電極６２、６２ａ、６２ｂと、金属配線６３、６３ａ、６３ｂと、
を別々の工程により形成してもよい。
（第１の実施の形態の第５の変形例）
　次に、図１５を参照し、本発明の第１の実施の形態の第５の変形例に係る半導体装置を
説明する。
【０１７０】
　図１５は、本変形例に係る半導体装置を模式的に示す断面図である。
【０１７１】
　本変形例に係る半導体装置は、一つの支持基板に、複数の半導体チップが実装される点
で、第１の実施の形態に係る半導体装置１０と相違する。
【０１７２】
　図１５を参照するに、第１の実施の形態において、一つの支持基板に一つの半導体チッ
プが実装されるのと相違し、本変形例に係る半導体装置１０ｅは、一つの支持基板３０に
複数の半導体チップ２０が実装されることが特徴である。
【０１７３】
　図１５に示されるように、本変形例に係る半導体装置１０ｅは、半導体チップ２０と、
支持基板３０と、端子電極４０と、外部端子電極５０と、ファンアウト部６０と、を有す
る。半導体チップ２０、端子電極４０の構造は、第１の実施の形態に係る半導体装置１０
と同一である。
【０１７４】
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　一方、支持基板３０には、接着剤３１を介して複数の半導体チップ２０が、端子電極４
０が設けられた面と反対側の面をもって接着される。一つの支持基板３０に実装される半
導体チップ２０の数は、２つ以上であれば特に限定されるものではないが、例えば本変形
例に係る半導体装置１０ｅのように２つの半導体チップ２０が実装されることが可能であ
る。このとき、第１の実施の形態に係る半導体装置１０に比べて、支持基板３０の平面視
における面積は大きくなる。
【０１７５】
　また、外部端子電極５０は、複数の半導体チップ２０の端子電極４０に対応して形成さ
れる。従って、第１の実施の形態に係る半導体装置１０に比べて、外部端子電極５０の数
は多くなる。
【０１７６】
　また、ファンアウト部６０の厚さ方向の構造は、絶縁層６１、６１ａ、６１ｂ、貫通電
極６２、６２ａ、６２ｂ、金属配線６３、６３ａ、６３ｂ、を有し、第１の実施の形態に
係る半導体装置１０と同様であるが、一つの支持基板３０に半導体チップ２０が複数実装
されるため、第１の実施の形態に係る半導体装置１０に比べると、貫通電極６２、６２ａ
、６２ｂ、金属配線６３、６３ａ、６３ｂ、は半導体チップ２０の個数に対応して数が多
くなる。
【０１７７】
　更に、複数の半導体チップ２０同士が、金属配線６３、６３ａ、６３ｂで接続されてい
てもよい。
【０１７８】
　以上、本変形例に係る半導体装置によれば、複数の半導体チップを一つの半導体装置に
実装し、一般的な配線基板の端子間隔に対応させることができる。
（第１の実施の形態の第６の変形例）
　次に、図１６を参照し、本発明の第１の実施の形態の第６の変形例に係る半導体装置を
説明する。
【０１７９】
　図１６は、本変形例に係る半導体装置を模式的に示す断面図である。
【０１８０】
　本変形例に係る半導体装置は、一つの支持基板に、複数の半導体チップが実装される点
で、第１の実施の形態の第１の変形例に係る半導体装置１０ａと相違する。
【０１８１】
　図１６を参照するに、第１の実施の形態の第１の変形例において、一つの支持基板に一
つの半導体チップが実装されるのと相違し、本変形例に係る半導体装置１０ｆは、一つの
支持基板３０に複数の半導体チップ２０が実装されることが特徴である。
【０１８２】
　図１６に示されるように、本変形例に係る半導体装置１０ｆは、半導体チップ２０と、
支持基板３０と、端子電極４０と、外部端子電極５０と、ファンアウト部６０と、を有す
る。半導体チップ２０、端子電極４０の構造は、第１の実施の形態の第１の変形例に係る
半導体装置１０ａと同一である。一方、支持基板３０、外部端子電極５０、ファンアウト
部６０は、第１の実施の形態の第５の変形例に係る半導体装置１０ｅが、第１の実施の形
態に係る半導体装置１０において半導体チップ２０を複数実装した構造であるのと同一の
対応関係になるような変形がなされる。
【０１８３】
　更に、複数の半導体チップ２０同士が、金属配線６３、６３ａ、６３ｂで接続されてい
てもよい。
【０１８４】
　以上、本変形例に係る半導体装置によれば、複数の半導体チップを一つの半導体装置に
実装し、一般的な配線基板の端子間隔に対応させることができる。
（第１の実施の形態の第７の変形例）
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　次に、図１７を参照し、本発明の第１の実施の形態の第７の変形例に係る半導体装置を
説明する。
【０１８５】
　図１７は、本変形例に係る半導体装置を模式的に示す断面図である。
【０１８６】
　本変形例に係る半導体装置は、一つの支持基板に、複数の半導体チップが実装される点
で、第１の実施の形態の第２の変形例に係る半導体装置１０ｂと相違する。
【０１８７】
　図１７を参照するに、第１の実施の形態の第２の変形例において、一つの支持基板に一
つの半導体チップが実装されるのと相違し、本変形例に係る半導体装置１０ｇは、一つの
支持基板３０に複数の半導体チップ２０が実装されることが特徴である。
【０１８８】
　図１７に示されるように、本変形例に係る半導体装置１０ｇは、半導体チップ２０と、
支持基板３０と、端子電極４０と、外部端子電極５０と、ファンアウト部６０と、を有す
る。半導体チップ２０、端子電極４０の構造は、第１の実施の形態の第２の変形例に係る
半導体装置１０ｂと同一である。一方、支持基板３０、外部端子電極５０、ファンアウト
部６０は、第１の実施の形態の第５の変形例に係る半導体装置１０ｅが、第１の実施の形
態に係る半導体装置１０において半導体チップ２０を複数実装した構造であるのと同一の
対応関係になるような変形がなされる。
【０１８９】
　更に、複数の半導体チップ２０同士が、金属配線６３、６３ａ、６３ｂで接続されてい
てもよい。
【０１９０】
　以上、本変形例に係る半導体装置によれば、複数の半導体チップを一つの半導体装置に
実装し、一般的な配線基板の端子間隔に対応させることができる。
（第１の実施の形態の第８の変形例）
　次に、図１８を参照し、本発明の第１の実施の形態の第８の変形例に係る半導体装置を
説明する。
【０１９１】
　図１８は、本変形例に係る半導体装置を模式的に示す断面図である。
【０１９２】
　本変形例に係る半導体装置は、一つの支持基板に、複数の半導体チップが実装される点
で、第１の実施の形態の第３の変形例に係る半導体装置１０ｃと相違する。
【０１９３】
　図１８を参照するに、第１の実施の形態の第３の変形例において、一つの支持基板に一
つの半導体チップが実装されるのと相違し、本変形例に係る半導体装置１０ｈは、一つの
支持基板３０に複数の半導体チップ２０が実装されることが特徴である。
【０１９４】
　図１８に示されるように、本変形例に係る半導体装置１０ｈは、半導体チップ２０と、
支持基板３０と、端子電極４０と、外部端子電極５０と、ファンアウト部６０と、を有す
る。半導体チップ２０、端子電極４０の構造は、第１の実施の形態の第３の変形例に係る
半導体装置１０ｃと同一である。一方、支持基板３０、外部端子電極５０、ファンアウト
部６０は、第１の実施の形態の第５の変形例に係る半導体装置１０ｅが、第１の実施の形
態に係る半導体装置１０において半導体チップ２０を複数実装した構造であるのと同一の
対応関係になるような変形がなされる。
【０１９５】
　更に、複数の半導体チップ２０同士が、金属配線６３、６３ａ、６３ｂで接続されてい
てもよい。
【０１９６】
　以上、本変形例に係る半導体装置によれば、複数の半導体チップを一つの半導体装置に
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実装し、一般的な配線基板の端子間隔に対応させることができる。
（第１の実施の形態の第９の変形例）
　次に、図１９を参照し、本発明の第１の実施の形態の第９の変形例に係る半導体装置を
説明する。
【０１９７】
　図１９は、本変形例に係る半導体装置を模式的に示す断面図である。
【０１９８】
　本変形例に係る半導体装置は、一つの支持基板に、複数の半導体チップが実装される点
で、第１の実施の形態の第４の変形例に係る半導体装置１０ｄと相違する。
【０１９９】
　図１９を参照するに、第１の実施の形態の第４の変形例において、一つの支持基板に一
つの半導体チップが実装されるのと相違し、本変形例に係る半導体装置１０ｉは、一つの
支持基板３０に複数の半導体チップ２０が実装されることが特徴である。
【０２００】
　図１９に示されるように、本変形例に係る半導体装置１０ｉは、半導体チップ２０と、
支持基板３０と、端子電極４０と、外部端子電極５０と、ファンアウト部６０と、を有す
る。半導体チップ２０、端子電極４０の構造は、第１の実施の形態の第４の変形例に係る
半導体装置１０ｄと同一である。一方、支持基板３０、外部端子電極５０、ファンアウト
部６０は、第１の実施の形態の第５の変形例に係る半導体装置１０ｅが、第１の実施の形
態に係る半導体装置１０において半導体チップ２０を複数実装した構造であるのと同一の
対応関係になるような変形がなされる。
【０２０１】
　更に、複数の半導体チップ２０同士が、金属配線６３、６３ａ、６３ｂで接続されてい
てもよい。
【０２０２】
　以上、本変形例に係る半導体装置によれば、複数の半導体チップを一つの半導体装置に
実装し、一般的な配線基板の端子間隔に対応させることができる。
（第２の実施の形態）
　次に、図２０を参照し、本発明の第２の実施の形態に係る配線基板を説明する。
【０２０３】
　図２０は、本実施の形態に係る配線基板を模式的に示す断面図である。
【０２０４】
　図２０に示されるように、本実施の形態に係る配線基板１００は、半導体装置１０と、
配線基板基体７０と、を有する。
【０２０５】
　半導体装置１０は、第１の実施の形態に係る半導体装置１０と同一であり、半導体チッ
プ２０と、支持基板３０と、端子電極４０と、外部端子電極５０と、ファンアウト部６０
と、を有する。隣接する端子電極４０同士の間隔である第１の間隔Ｄ１と、隣接する外部
端子電極５０同士の間隔である第２の間隔Ｄ２と、の大きさは、Ｄ１＜Ｄ２の関係を有す
る。Ｄ１は、特に限定されないものの、例えば、５０～１００μｍであり、Ｄ２は、特に
限定されないものの、例えば、１５０～１８０μｍである。
【０２０６】
　配線基板基体７０は、半導体装置１０を実装するための配線基板を構成する基体である
。配線基板基体７０は、配線基板基体７０の表面に設けられ、半導体装置１０の外部端子
電極５０に対応して設けられた配線基板端子電極７１と、配線基板基体７０の裏面に設け
られた配線基板端子電極７１と電気的に接続されている配線基板裏面端子電極７２と、配
線基板基体７０の表面及び裏面に設けられた絶縁層７３を有する。配線基板端子電極７１
の間隔は半導体装置１０の隣接する外部端子電極５０同士の間隔である第２の間隔Ｄ２と
等しく、Ｃ４バンプピッチ等の一般的な端子間隔である１５０～１８０μｍの間隔を有す
る。即ち、配線基板基体７０は、従来から広く用いられる配線基板の基体である。
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【０２０７】
　半導体装置１０の外部端子電極５０は、配線基板基体７０の配線基板端子電極７１と半
田接合され、電気的に接続される。即ち、配線基板１００は、半導体装置１０と電気的に
接続される。
【０２０８】
　以上、本変形例に係る配線基板によれば、Ｃ４バンプピッチ等の一般的な端子間隔より
狭い間隔で配設される端子電極を有する半導体チップを、一般的な端子間隔で配設される
接続端子を有する配線基板に実装することができる。
（第２の実施の形態の第１の変形例）
　次に、図２１を参照し、本発明の第２の実施の形態の第１の変形例に係る配線基板を説
明する。
【０２０９】
　図２１は、本変形例に係る配線基板を模式的に示す断面図である。
【０２１０】
　本変形例に係る配線基板は、配線基板に実装される半導体装置が第１の実施の形態の第
１の変形例に係る半導体装置１０ａである点で、第２の実施の形態に係る配線基板と相違
する。
【０２１１】
　図２１を参照するに、第２の実施の形態において、第１の実施の形態に係る半導体装置
１０が実装されるのと相違し、本変形例に係る配線基板１００ａにおいては、第１の実施
の形態の第１の変形例に係る半導体装置１０ａが実装されることが特徴である。
【０２１２】
　図２１に示されるように、本変形例に係る配線基板１００ａは、半導体装置１０ａと、
配線基板基体７０と、を有する。
【０２１３】
　半導体装置１０ａは、第１の実施の形態の第１の変形例に係る半導体装置１０ａと同一
であり、第１の間隔Ｄ１で設けられた端子電極４０と、第２の間隔Ｄ２（＞Ｄ１）で設け
られた外部端子電極５０と、を有する。配線基板基体７０は、半導体装置１０ａの外部端
子電極５０に対応し、第２の間隔Ｄ２（＞Ｄ１）で設けられた配線基板端子電極７１を有
する。外部端子電極５０と、配線基板端子電極７１は、電気的に接続されているのは、第
２の実施の形態と同一である。
【０２１４】
　以上、本変形例に係る配線基板によれば、Ｃ４バンプピッチ等の一般的な端子間隔より
狭い間隔で配設される端子電極を有する半導体チップを、一般的な端子間隔で配設される
接続端子を有する配線基板に実装することができる。
（第２の実施の形態の第２の変形例）
　次に、図２２を参照し、本発明の第２の実施の形態の第２の変形例に係る配線基板を説
明する。
【０２１５】
　図２２は、本変形例に係る配線基板を模式的に示す断面図である。
【０２１６】
　本変形例に係る配線基板は、配線基板に実装される半導体装置が第１の実施の形態の第
２の変形例に係る半導体装置１０ｂである点で、第２の実施の形態に係る配線基板と相違
する。
【０２１７】
　図２２を参照するに、第２の実施の形態において、第１の実施の形態に係る半導体装置
１０が実装されるのと相違し、本変形例に係る配線基板１００ｂにおいては、第１の実施
の形態の第２の変形例に係る半導体装置１０ｂが実装されることが特徴である。
【０２１８】
　図２２に示されるように、本変形例に係る配線基板１００ｂは、半導体装置１０ｂと、
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配線基板基体７０と、を有する。
【０２１９】
　半導体装置１０ｂは、第１の実施の形態の第２の変形例に係る半導体装置１０ｂと同一
であり、第１の間隔Ｄ１で設けられた端子電極４０と、第２の間隔Ｄ２（＞Ｄ１）で設け
られた外部端子電極５０と、を有する。配線基板基体７０は、半導体装置１０ｂの外部端
子電極５０に対応し、第２の間隔Ｄ２（＞Ｄ１）で設けられた配線基板端子電極７１を有
する。外部端子電極５０と、配線基板端子電極７１は、電気的に接続されているのは、第
２の実施の形態と同一である。
【０２２０】
　以上、本変形例に係る配線基板によれば、Ｃ４バンプピッチ等の一般的な端子間隔より
狭い間隔で配設される端子電極を有する半導体チップを、一般的な端子間隔で配設される
接続端子を有する配線基板に実装することができる。
（第２の実施の形態の第３の変形例）
　次に、図２３を参照し、本発明の第２の実施の形態の第３の変形例に係る配線基板を説
明する。
【０２２１】
　図２３は、本変形例に係る配線基板を模式的に示す断面図である。
【０２２２】
　本変形例に係る配線基板は、配線基板に実装される半導体装置が第１の実施の形態の第
３の変形例に係る半導体装置１０ｃである点で、第２の実施の形態に係る配線基板と相違
する。
【０２２３】
　図２３を参照するに、第２の実施の形態において、第１の実施の形態に係る半導体装置
１０が実装されるのと相違し、本変形例に係る配線基板１００ｃにおいては、第１の実施
の形態の第３の変形例に係る半導体装置１０ｃが実装されることが特徴である。
【０２２４】
　図２３に示されるように、本変形例に係る配線基板１００ｃは、半導体装置１０ｃと、
配線基板基体７０と、を有する。
【０２２５】
　半導体装置１０ｃは、第１の実施の形態の第３の変形例に係る半導体装置１０ｃと同一
であり、第１の間隔Ｄ１で設けられた端子電極４０と、第２の間隔Ｄ２（＞Ｄ１）で設け
られた外部端子電極５０と、を有する。配線基板基体７０は、半導体装置１０ｃの外部端
子電極５０に対応し、第２の間隔Ｄ２（＞Ｄ１）で設けられた配線基板端子電極７１を有
する。外部端子電極５０と、配線基板端子電極７１は、電気的に接続されているのは、第
２の実施の形態と同一である。
【０２２６】
　以上、本変形例に係る配線基板によれば、Ｃ４バンプピッチ等の一般的な端子間隔より
狭い間隔で配設される端子電極を有する半導体チップを、一般的な端子間隔で配設される
接続端子を有する配線基板に実装することができる。
（第２の実施の形態の第４の変形例）
　次に、図２４を参照し、本発明の第２の実施の形態の第４の変形例に係る配線基板を説
明する。
【０２２７】
　図２４は、本変形例に係る配線基板を模式的に示す断面図である。
【０２２８】
　本変形例に係る配線基板は、配線基板に実装される半導体装置が第１の実施の形態の第
４の変形例に係る半導体装置１０ｄである点で、第２の実施の形態に係る配線基板と相違
する。
【０２２９】
　図２４を参照するに、第２の実施の形態において、第１の実施の形態に係る半導体装置
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１０が実装されるのと相違し、本変形例に係る配線基板１００ｄにおいては、第１の実施
の形態の第４の変形例に係る半導体装置１０ｄが実装されることが特徴である。
【０２３０】
　図２４に示されるように、本変形例に係る配線基板１００ｄは、半導体装置１０ｄと、
配線基板基体７０と、を有する。
【０２３１】
　半導体装置１０ｄは、第１の実施の形態の第４の変形例に係る半導体装置１０ｄと同一
であり、第１の間隔Ｄ１で設けられた端子電極４０と、第２の間隔Ｄ２（＞Ｄ１）で設け
られた外部端子電極５０と、を有する。配線基板基体７０は、半導体装置１０ｄの外部端
子電極５０に対応し、第２の間隔Ｄ２（＞Ｄ１）で設けられた配線基板端子電極７１を有
する。外部端子電極５０と、配線基板端子電極７１は、電気的に接続されているのは、第
２の実施の形態と同一である。
【０２３２】
　以上、本変形例に係る配線基板によれば、Ｃ４バンプピッチ等の一般的な端子間隔より
狭い間隔で配設される端子電極を有する半導体チップを、一般的な端子間隔で配設される
接続端子を有する配線基板に実装することができる。
（第２の実施の形態の第５の変形例）
　次に、図２５を参照し、本発明の第２の実施の形態の第５の変形例に係る配線基板を説
明する。
【０２３３】
　図２５は、本変形例に係る配線基板を模式的に示す断面図である。
【０２３４】
　本変形例に係る配線基板は、配線基板に実装される半導体装置が第１の実施の形態の第
５の変形例に係る半導体装置１０ｅである点で、第２の実施の形態に係る配線基板と相違
する。
【０２３５】
　図２５を参照するに、第２の実施の形態において、第１の実施の形態に係る半導体装置
１０が実装されるのと相違し、本変形例に係る配線基板１００ｅにおいては、第１の実施
の形態の第５の変形例に係る半導体装置１０ｅが実装されることが特徴である。
【０２３６】
　図２５に示されるように、本変形例に係る配線基板１００ｅは、半導体装置１０ｅと、
配線基板基体７０と、を有する。
【０２３７】
　半導体装置１０ｅは、第１の実施の形態の第５の変形例に係る半導体装置１０ｅと同一
であり、第１の間隔Ｄ１で設けられた端子電極４０と、第２の間隔Ｄ２（＞Ｄ１）で設け
られた外部端子電極５０と、を有する。配線基板基体７０は、半導体装置１０ｅの外部端
子電極５０に対応し、第２の間隔Ｄ２（＞Ｄ１）で設けられた配線基板端子電極７１を有
する。外部端子電極５０と、配線基板端子電極７１は、電気的に接続されているのは、第
２の実施の形態と同一である。
【０２３８】
　以上、本変形例に係る配線基板によれば、Ｃ４バンプピッチ等の一般的な端子間隔より
狭い間隔で配設される端子電極を有する半導体チップを、一般的な端子間隔で配設される
接続端子を有する配線基板に実装することができる。
【図面の簡単な説明】
【０２３９】
【図１】従来の配線基板を説明するための図であり、半導体チップの端子電極の間隔が、
配線基板の端子電極の間隔と比べて小さい場合の半導体チップ及び配線基板を模式的に示
す断面図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置を模式的に示す断面図である。
【図３Ａ】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を模式的に示す図（そ
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の１）である。
【図３Ｂ】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を模式的に示す図（そ
の２）である。
【図４】本発明の第１の実施の形態の第１の変形例に係る半導体装置を模式的に示す断面
図である。
【図５Ａ】本発明の第１の実施の形態の第１の変形例に係る半導体装置の第１の製造方法
を模式的に示す図（その１）である。
【図５Ｂ】本発明の第１の実施の形態の第１の変形例に係る半導体装置の第１の製造方法
を模式的に示す図（その２）である。
【図５Ｃ】本発明の第１の実施の形態の第１の変形例に係る半導体装置の第１の製造方法
を模式的に示す図（その３）である。
【図６】本発明の第１の実施の形態の第１の変形例に係る半導体装置の第２の製造方法を
模式的に示す図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態の第２の変形例に係る半導体装置を模式的に示す断面
図である。
【図８Ａ】本発明の第１の実施の形態の第２の変形例に係る半導体装置の第１の製造方法
を模式的に示す図（その１）である。
【図８Ｂ】本発明の第１の実施の形態の第２の変形例に係る半導体装置の第１の製造方法
を模式的に示す図（その２）である。
【図８Ｃ】本発明の第１の実施の形態の第２の変形例に係る半導体装置の第１の製造方法
を模式的に示す図（その３）である。
【図９】本発明の第１の実施の形態の第２の変形例に係る半導体装置の第２の製造方法を
模式的に示す図である。
【図１０】本発明の第１の実施の形態の第３の変形例に係る半導体装置を模式的に示す断
面図である。
【図１１Ａ】本発明の第１の実施の形態の第３の変形例に係る半導体装置の第１の製造方
法を模式的に示す図（その１）である。
【図１１Ｂ】本発明の第１の実施の形態の第３の変形例に係る半導体装置の第１の製造方
法を模式的に示す図（その２）である。
【図１１Ｃ】本発明の第１の実施の形態の第３の変形例に係る半導体装置の第１の製造方
法を模式的に示す図（その３）である。
【図１２】本発明の第１の実施の形態の第３の変形例に係る半導体装置の第２の製造方法
を模式的に示す図である。
【図１３】本発明の第１の実施の形態の第４の変形例に係る半導体装置を模式的に示す断
面図である。
【図１４Ａ】本発明の第１の実施の形態の第４の変形例に係る半導体装置の製造方法を模
式的に示す図（その１）である。
【図１４Ｂ】本発明の第１の実施の形態の第４の変形例に係る半導体装置の製造方法を模
式的に示す図（その２）である。
【図１４Ｃ】本発明の第１の実施の形態の第４の変形例に係る半導体装置の製造方法を模
式的に示す図（その３）である。
【図１５】本発明の第１の実施の形態の第５の変形例に係る半導体装置を模式的に示す断
面図である。
【図１６】本発明の第１の実施の形態の第６の変形例に係る半導体装置を模式的に示す断
面図である。
【図１７】本発明の第１の実施の形態の第７の変形例に係る半導体装置を模式的に示す断
面図である。
【図１８】本発明の第１の実施の形態の第８の変形例に係る半導体装置を模式的に示す断
面図である。
【図１９】本発明の第１の実施の形態の第９の変形例に係る半導体装置を模式的に示す断
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【図２０】本発明の第２の実施の形態に係る配線基板を模式的に示す断面図である。
【図２１】本発明の第２の実施の形態の第１の変形例に係る配線基板を模式的に示す断面
図である。
【図２２】本発明の第２の実施の形態の第２の変形例に係る配線基板を模式的に示す断面
図である。
【図２３】本発明の第２の実施の形態の第３の変形例に係る配線基板を模式的に示す断面
図である。
【図２４】本発明の第２の実施の形態の第４の変形例に係る配線基板を模式的に示す断面
図である。
【図２５】本発明の第２の実施の形態の第５の変形例に係る配線基板を模式的に示す断面
図である。
【符号の説明】
【０２４０】
１０、１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄ、１０ｅ、１０ｆ、１０ｇ、１０ｈ、１０ｉ　半
導体装置
２０　半導体チップ
３０　支持基板
３１　接着剤
３２　第１の金属膜
３３　第２の金属膜
３４　嵌合孔
３５　ドライフィルムレジスト
３６　搭載面
３７　支持基板表面処理膜
３８　銅箔
４０　端子電極
５０　外部端子電極
６０　ファンアウト部
６１、６１ａ、６１ｂ　絶縁層
６２、６２ａ、６２ｂ　貫通電極
６３、６３ａ、６３ｂ　金属配線
６４、６４ａ、６４ｂ　貫通孔
７０　配線基板基体
７１　配線基板端子電極
７２　配線基板裏面端子電極
７３　絶縁層
１００、１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１００ｄ、１００ｅ　配線基板
Ｄ１　第１の間隔
Ｄ２　第２の間隔
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